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１．概要（Summary） 

シリコン酸化膜の高選択比ドライエッチングプロセスは

半導体デバイス製造プロセスにおいて広く用いられてい

る。 その多くは安全対策が必要な添加ガスを含む多元

系ガスを用いたシリコン酸化膜のシリコンに対する高選択

エッチングであり、シリコン窒化膜に対する高選択エッチ

ングに汎用ガス種を用いた報告は少ない。 今回、安全

性が高く汎用的なガス種を用いシリコン窒化膜に対する

高選択シリコン酸化膜エッチングプロセスの開発を目指し、

物質・材料研究機構微細加工プラットフォームの設備を

利用して、エッチング性能を検証した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  酸化膜ドライエッチング装置、 

触針式表面段差計、走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

シリコンウエハー上に  プラズマ CVD（Chemical 

Vapor Deposition）法で TEOS（Tetraethoxysilane）膜

及びシリコン窒化膜を形成したサンプルを短冊状に切り

出し、カプトンテープでマスキングした後、エッチングを行

い、エッチング領域と非エッチング領域との段差を測定し

エッチングレート及び選択比を算出した。 使用したガス

は CHF3/C4F8/Ar/O2である。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1にエッチングレート及び選択比の及ぼす RFパワ

ー依存性を示した。 TEOS 膜及びシリコン窒化膜のエッ

チングレートは RF パワーの増大と共に増大した。 シリコ

ン窒化膜に対するTEOC膜の選択比はRFパワーと共に

増大する傾向であった。 

 Fig. 2にエッチングレート及び選択比に及ぼす C4F8流

量依存性を示した。エッチングレートは C4F8 の流量増加

と共に減少する傾向にある。 TEOS 膜に対するシリコン

窒化膜の選択比は C4F8 流量と共に増大する傾向にあり、

TEOS膜上とシリコン窒化膜上での生成量の違いによると

考えられる［１］。  
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